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Progresi dhe zhvillimi i elektronikés dhe teknologjisé sé
gjysmépércuesve. Struktura kristalore e silicit. Teknologji
planare. Parimet e procesit te integrimit. Teknologjia e
fabrikimit CMOS dhe rregullat e dizajnimit. Metodat e
dopingut né gjysmépércues: difuzioni dhe implantimi i
joneve. Mekanizmat fizike té dopingut. Selektiviteti né
teknologji gjysmépércuese, litografia. Parimet e izolimit
dhe pasivizimi, oksidimi termal. Heqgja e materialeve né
teknologjiné gjysmépércues. Depozitimi i materialeve né
teknologji  gjysmépércues. Metodat e  on-chip
interkonjeksioneve té pajisjeve dhe blloget e qarkut.
Kufizimet e teknologjisé gjysmépércues. Materialet
avancuar. Nano-teknologjia

Qéllimet e Iéndés:

Parimet e teknologjisé gjysmépércuese dhe té pajisjeve
mikro dhe nano- elektronike. Teknologjia e projektimit té
¢ipave VLSI modern.

Rezultatet e pritshme té nxénies:

Me pérfundimin e suksesshém té kursit, studentét do té
jené né gjendje:

e Té pérshkruajné komponentét gjysmépércues
elektronike,

e Té pérshkruajné strukturén kristalore té silicit.

e Té shpjegojné ecuriné e procesit té fabrikimit —
hapat kryesoré (teknologjia e fabrikimit CMQOS)
dhe rregullat e dizajnimit.

o Té kuptojé proceset e oksidimit, difuzionit,

litografisé, implantimit, metalizimit,

e Té analizojé prerjet térthore té strukturave té
tranzistorit; Identifikoj parimet bazé té hapave té
fabrikimit né teknologjiné gjysmépércuese.




Té dijé kufizimet e teknologjisé moderne
gjysmeépérguese.

Integroj hapat e procesit pér prodhimin té MOS -
ve dhe tranzistoréve bipolar.

Réndésia dhe Aktualiteti i LEndés

Njoja mbi teknologjité bashkohore té fabrikimit té
gargeve té integruara me shkallé té larté integrimi dhe
zbatimi i tyre né sisteme mikroelektronike, apo
nonoelektronike

Ngarkesa e studentit (duhet té jeté né pérputhje me Rezultatet e Nxénies té studentit)

| Oré mésimore | Dité/Javé | Gjithsej |
15 30

Ligjératat 2

Teori/Puné né laborator/Ushtrime 2 15 30
Puné praktike 2 4 5
Pérgatitje pér test intermediar 2 2 5
Konsultime me mésimdhénésin 1 5 6
Puna né terren 0 0 0
Testi, punimi seminarik 3 3 10
Detyré shtépie 4 3 15
Mésimi individual (né biblioteké apo 2 15 30
né shtépi)

Pérgatitja pér provimin final 1 12 15
Koha e vlerésimit (testi, kuizi, 1 3 3
provimi final)

Projektet, prezantimet, et;. 2 2 4
Shto ndonijé aktivitet tjetér qé nuk

éshté né tabelé...

Total

150

Metodat e mésimdhénies:

(Ligjératat, ushtrimet gjaté oréve té mésimit duke pérdoré
materiale té ndryshme, puné né grup prej 2-3 studentéve
né njé projekt (puné e pavarur), detyré shtépie
individuale).

Metodat e vlerésimit:

Literatura primare:

(Kufiri i kalueshmérisé sé léndés éshté 50%)
Testi 1: 20%,

Testi 2: 20%,

Detyrat e shtépisé (seminari): 20%,
Vijushm;ria 10%,

Provimi final: 30%

James D. Plummer, Michael Deal, Peter B. Griffin,
Silicon VLSI Technology: Fundamentals, Practice,
and Modeling, Prentice Hall, 2009.

Stanley Wolf, Richard N. Tauber, Silicon
Processing for the VLSI Era, Vol. 4: Process
Technology, Lattice Press, 2002

P. Biljanovi¢, Mikroelektronika Integrirani

elektronicki sklopovi, Skolska knjiga, 2001




Literatura shtesé:
[Java | Titullii ligjératés Ushtrimet

Java 1: Progresi dhe zhvillimi i elektronikés
dhe teknologjisé sé gjysmépércuesve

Java 2: Teknologjia moderne CMOS

Java 3: Teknologjia moderne CMOS=vazhdim

Java 4: Rritja e kristalit

Java 5: Fabrikimi i gjysmépérquesve

Java 6: Litografia

Java 7: Fotorezistat

Java 8: Oksidimi termik

Java 9: Ndérfagjet Si/SiO,

Java 10: Difuzioni i dopantéve

Java 11: Difuzioni i dopantéve-vazh

Java 12: Implantimi i joneve

Java 13: Brejtja

Java 14 Metalizimi

Java 15: Kufizimet e teknologjisé
gjysmépércues. Materialet avancuar.
Nano-teknologjia

Politikat akademike dhe Kodi i Sjelljes

mésimore.

Ora mésimore fillon dhe pérfundon me kohé.
Mjetet qé pérdorén gjaté oréve té mésimit duhet té pastrohen dhe té ruhen né fund té orés

Telefonat mobil/té mencur dhe pajisjet tjera elektronike (p.sh. iPod-ét) duhet té fikén (apo té
kurdisen né vibrim) dhe té mos ekspozohen gjaté oréve té mésimit.
Laptopét dhe kompjuterét tableté lejohen té pérdorén vetém né heshtje; aktivitetet tjera si¢ jané
kontrollimi i e-mailit personal apo shfletimi i ueb-fageve né internet jané té ndaluara.




